Mikrodenetleyiciler-5 KirikRkale MYO
Biraz Temel Elektronik bilgisi
1- Direng

Bir iletkenin akima kars1 gosterdigi zorluktur. Ohm (€2) birimi ile verilir ve R ile gdsterilir.
Direng iizerinde 1s1 yoluyla enerji kayb1 olur ve bu istenmeyen bir durum olmasina karsin
direncin bu 6zelligi kullanilarak bir devreden gecen akim ayarlanabilir.

Omegin bir LED iizerinden gecen akim mA mertebesindedir ve dogrudan Arduino’ya
baglanmas1 durumunda bir sére sonra LED zarar gorecektir. Bu nedenle LED iizerinden gegen
akimi diisiirmek amaciyla direng kullanilmalidir.

Herhangi bir direncin degerini okumanin en saglikli yolu bir multimetre kullanmaktir. Fakat
multimetre atdlye gibi ortamlarda bulunmasina karsin her evde bulunan bir cihaz degildir. Bu
amagla direng renk kodlar1 gelistirilmistir. Bu kodlar ile direncin degeri direng iizerine kodlanir.
Bu kodlama 4 bantli ve 5 bantli olmak tizere iki farkl tiirdedir.

Diren¢ Renk kodlari
4 Bandli Kod T———— —————
Bir direncin degerini okumak I = S60kQ £ 5%

icin  AVOmetrenin  direng ! !
Renk 1 BAND| 2 BAND | 3. BAMND Carpan Tolerans

bolgesi kullanilabilir. Fakat
daha pratik uygulamalar i¢in
direnclerin iizerinde belirli bir
kod mantigt  kullanilarak
renkler ile direncin degeri
diren¢  lizerine  kodlanir.
Asagidaki tabloda direng renk
kodlarinin ~ say1  degerleri
gosterilmistir.

Bu renk kodlar1 kullanilarak -

tolerans degeri ile birlikte AP
. ; . o 237Q% 1%

direng¢ degeri belirlenebilir. 5 Bandli Kod |:-:|

Direng¢ kodlart; 4-banth ya da

5-bantl olarak kodlanir. Okumaya renklerin sik oldugu taraftan baglanir. 4-bantli kodlamada

ilk iki renk diren¢ degerini, 3.bant ¢carpan degerini ve son bant ta tolerenas degerini gosterir. 5-

bantli kodlama da 1k ii¢ bant diren¢ degerini, 4.bant carpani ve son bant ta tolerenas degerini

gosterir.

2- Elektrik akimi

Elektrik akimi, elektrik yiiklerinin hareketidir. Bir gii¢ kaynag1 yardimiyla iletken icinde bir
elektrik alan olusturulur ve bu elektrik alan elektronlarin iletken boyunca siiriiklenmesine yani
elektrik akiminin olusmasini saglar.

3- Ohm Yasas:

Ohm yasasi su sekilde ifade edilebilir: Bir iletkenin iki ucu arasindaki potansiyel fark iletkenden
gecen akim ile dogru orantilidir ve oranti sahibi R direncidir. Bu tanim matematiksel olarak
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V=IR

ile verilir. Temel olarak Ohm yasasina uyan devre elemanlar1 lineer devre elemani olarak
tanimlanir ve direng lineer bir devre elemanidir.

Ohm yasasina sadece direngler uyar, kondansator, indiiktans gibi devre elemanlari i¢in dogru
akimda ve alternatif akimda analizler yapilmalidir. Bu analizler Dogru akim devre analizi ve
Alternatif akim devre analizi derslerinin konusudur.

Ornek: 100 V’ luk bir bataryaya bagli R direncinden 10 A’ lik akim akmaktadir. Buna gére
direncin degeri nedir?

Coziim:

=——=10 Q
10

V=IR :>R:\Ii 100

4- Direnclerin seri ve paralel baglanmast

Bir diren¢ grubunun yaptig: isi tek basina iistlenen dirence esdeger direng denir. Seri ve paralel
bagli direnclerin esdeger direnci Ohm yasasi ve bu baglantilarin 6zellikleri kullanilarak kolayca
ispatlanabilir.

Seri baglant1 da bir elemanin + ucu, diger elemanin — ucuna
baglanir. Bu nedenle seri bagh elemanlardan aym akim
gecer. Dolayisiyla da elemanlarin iizerindeki gerilim _\/\/\/\/\/\/—\/\/\/\/\/\/_
distisleri Ohm yasasina bagli olarak belirlenir fakat iki
eleman (ya da daha fazla) arasindaki gerilim, toplam |« V] > < Vz >
gerilime esit olur.

Yanda verilen devrede her iki direncten de gegen akim V
aynidir. Buna gore; |

V,=IR ve V,=IR,

olur.
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V =V, +V, =1 R, olduguna gore;

IR,=IR+IR, =[R =R+R,

olur. Bu bagint1 seri bagli direng baglantisinda esdeger direnci hesaplamak i¢in kullanilir. Seri
bagli ka tane direng varsa tiim direnglerin aritmetik toplami alinir.

Paralel baglant1 da bir elemanin + ucu diger elemanin + Rl
ucuna baglanir, dolayisiyla da — uglar birbirine baghdir. + o
Paralel baglantinm ozelligi, paralel bagl Kollardaki —/\WWW\—
potansiyel farklarin ayni olmasidir. — ) —
=1 +1, 11 |
oldugundan, Ohm yasasina gore; 1\/\/\/\/\/\/—
V VvV Vv 1 1 1 I — V —
— ==t =|—==—+—
Res Rl RZ ey 1 RZ |
|
- |1
sonucu elde edilir. —
I=1+1, 4

Ornek: 2 Q° luk direng iizerinden 3 A’ lik akim geciyorsa AB uglar arasindaki potansiyel
fark nedir ?

Coziim: 2 Q’ luk diren¢ (bu dirence R, 2 €2
diyelim) iizerindeki gerilim Ohm yasasinda gore —\V\V—
V,=2-3=6V olur. Bu gerilim ayni zamanda 4 Q

3 Q’ luk direng (bu dirence R, diyelim) ﬁ_ —\/\/\/\/\/\/—0

iizerindeki de gerilimdir. Yine Ohm yasasindan

bu direng iizerinden akan akim, TET

=Y _8_ 5 30
R 3

olur. Sonug olarak ana kol akimi
l,b=1+1,=2+3=5 A
olur. Boylece 4 Q° luk direng lizerindeki gerilim:
V,=5-4=20V olur.
Dolayisiyla A-B uglar1 arasindaki gerilim:
Vg =20+6=26V

olur.
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5- Gii¢

Enerjinin korunumu evrendeki en 6nemli korunum yasalarindan biridir. Herhangi bir elektrik
devresinde yiike aktarilan enerjinin kaynagi AC ya da DC bir gii¢ kaynagidir. Yiik, gii¢c kaynagi
tarafindan saglanan enerjiyi harcayarak gorevini yerine getirir.

Bir bataryanin devreye sagladigi gii¢, bataryanin gerilimi ile, devreye sagladigi akimin
carpimindan elde edilir.

P

batarya

=1V
Giiciin birimi Watt (W) le verilir. Dolayisiyla
1 Watt =1 Amper x1 Volt

ile belirlenir. Bir R direnci tizerinde harcanan enerji 1s1 yoluyla ortama verilir. Direncin tlikettigi
glie

P,=1V=I°R
ile verilir.
P,=I'R
%f_/
R harcanan gii¢ 1{ .R
— 1 —_1 L1
1 1 I)fmmryf?: PR A I '
v v
I I |
I I 11!
Rbam:j‘a =1V lDba.'mjm =1V
verilen giig verilen giig

6- Direncg Tiirleri

Elektrik akimina karsi iletkenin gosterdigi zorluga direng denildigini ve direng degerinin,
iletkenin tiirli ve uzunlugu ile dogru, iletkenin kesit alani ile ters orantili oldugu daha 6nce ifade
edildi. Direncin, iletkenin sicaklikla degistigi de diger bir 6zel durumdur.

‘
R=opt
PA

R=R,[1+a(T-T,)]

Dolayisiyla belirli simrlar dahilinde direncin yapisal 6zelligini bozmadan (/A oraninin

degismesi saglanirsa ve ayrica sicaklik degisimlerine kars1 gelen direng degerleri olunabilirse
o zaman diren¢ degerinden bu etkilere sebep olan fiziksel degisimler algilanabilir. Ohm yasasi
da goz ard1 edilmemelidir.
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6.1- Piezodirencg (Piezoresistive)

Piezoelektrik kristaller, {izerine basing (kuvvet) uygulandiginda nA (nanoamper) mertebesinde
akim {iretebilen bunun tam tersine nanoamper (nA) mertebesinde akima maruz kaldiginda
seklini kisa siireligine degistirebilen 6zel bir kristal tiiriidiir. Manyetolu ¢akmaklardan, fotograf
makinesinin objektifine kadar pek ¢ok yerde kullanilabilirler.

Piezoelektrik kristalden imal edilmis bir direncin degeri, direng gerildiginde yani ( artarken A
azaldiginda yani (/A oram arttiginda artar. Bunun tersine piezoelektrik direncin degeri (/A
orani azaldiginda da azalir. Bu durum asagidaki sekilde gosterilmistir.

direng direng
azalir artar

gerilme

stkisma F ( N)

Piezoelektrik direncin degeri uygulanan kuvvet ile degisir.

F
R= l+a—
RO[ +05Ab]

bagmtistyla verilir. Burada R;, higbir kuvvet uygulanmadigi andaki yani F =0 iken

Bir piezodirencin R direnci,

piezodirencin diren¢ degeri; A,, F =0 iken piezodirencin kesit degeri ve «, direng

malzemesinin piezodireng katsayisidir.

Boyle bir sensor, bit ylizeye uygulanan basingtan dolay1 olusan z deformasyonunu 6lgmek
amaciyla kullanilabilir. Buna ek olarak yiizey deformasyonu z 'nin zamanin fonksiyonu
olarak olciiliip kaydedilmesi saglanabilirse, hareketin hiz ve ivmesini 6l¢gmekte miimkiindiir.

F=0

AR/R, oranini yiikseltmek amaciyla farkli piezodireng yapilari vardir. Asagidaki gibi

Wheatstone kopriisii yardimiyla ¢ikis gerilimi, AR/R; ile orantili olur.
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6.2- Reosta ile yer degistirmenin élciilmesi

KirikRale MYO

Reosta, bir siirgli yardimiyla direng degeri ayarlanabilen direngtir. Direng {lizerindeki ayari
saglayan siirgii bir nesnenin hareketiyle kaydirilirsa, bu durumda direncin degerine gore, yer

degistirme belirlenebilir.

6.3- PTC ve NTC

Bulundugu ortamin ya da temas ettigi yilizeyin sicakligi arttikga direnci artan devre elemani
PTC’dir. Direncin degisimi sicaklikla orantilidir ve bdylece sicaklik dl¢iimii yapilabilir.

Posistor (PTC)’nin belirli bir sicaklik degerine kadar
neredeyse sabit kalir. Bu belirli sicaklik Curie noktasi
veya Cruie sicakligi olarak adlandirilir.  Cruie
sicakligindan sonra direncin degeri hizla artar.

Ornegin elektronik termometrelerde ya da vakumlu
temizleyici gibi belirli bir motor sicakligindan sonra
motorun zarar gormemesi i¢in cihazin otomatik
kapatilmasinda ya da bir bilgisayarin iglemcisi belirli
bir sicakligin lizerine ¢iktiginda iglemcinin yanmamasi
icin PC nin kapatilmasinda ve pek cok yerde PTC
kullanilir.

Sicaklik artistyla direnci diisen elemanlar NTC’dir ve
sicakligt 6lgmek amaciyla kullanilirlar. NTC’ nin

direnci
RT = ROB —1 ——1
l I0

Bagintisiyla verilir. Burada R;, T sicakligindaki
direng, R,, T, sicakligindaki diren¢ ve B, B sabiti

olarak adlandirilan bir sabittir.

Resistance ofPOSISTOR  {log, Q)

25°C 1 Curie point

Temperature of POSISTOR  {'C)

R25

Resistance of NTC Thermistor

:25°C

Temperature of NTC Thermistor("C)
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1l ]

|
NTC Thermistor PTC Thermistor ‘

6.4- LDR (Light Dependent Resistor)

LDR, Isik siddetine bagli olarak direnci degisen elemandir. Diger
bir adi fotodirenctir. Isik siddeti ile LDR’nin direnci ters
orantilidir. Isik siddeti arttik¢ca direng degeri azalir tersine 151k
siddeti diistiikge direng degeri artar. AC akimda da DC akimda
da ayni ozellikleri gosterir.

Isik ile kontrol edilen devrelerde ve 1sikla kontrol edilen robotik
sistemlerde yaygin olarak kullanilir. CdS (Kadmiyum Siilfiir),
CdSe (Kadmiyum Seleniir), Se (Selenyum), Ge (Germanyum),
Si (silisyum) gibi maddelerden tiretilmektedirler.

7-  Kondansator

Bosluk ya da yalitkan (dielektrik) malzeme ile birbirinden ayrilmis, zit yiik ile yliklenmis iki
iletkenden olusan sistem kondansator olarak adlandirilir. Kondansator, elektrik devrelerinde
enerji depolamak amaciyla kullanilir. Bu enerji, kondansatoriin 6zelliklerine gore kondansatore
depo edilir. Kondansatoriin dolma ve bosalma 6zellikleri elektronik devrelerin isleyisi agisindan
onemlidir.

Zat yiik ile yiiklenmis levhalar bir bataryanin kutuplarina baglanarak levhalarin yiiklenmesi
saglandiginda, zit yliklii levhalar arasinda elektrik alan olusur. Kondansatdrde depolanan enerji,
yiiklii levhalar arasinda olusan elektrik alan tarafindan depolanir. Paralel plakali bir
kondansatorde, levhalar arasindaki V' potansiyel fark ile levhada toplanan Q yiikii orantilidir.

VaQ

ya da

— sabit

Q (yik)
V (potansiyel fark)

orant1 sabitine siga ad1 verilir. Dolayisiyla siga, levhalar arasindaki potansiyel farkin, levhalarda
biriken yiike oranidir.

.
V

Siganin birimi SI birim sisteminde Farad (F) ile verilir:
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1 Coulomb
1 Volt

1 Farad =

Yiik/Gerilim oranini, dolayisiyla kondansatoriin  sigasin1 artirmak ve dolayisiyla da
kondansatoriin - depoladigr enerjiyi artirmak i¢in farkli geometrilerde kondansatorler
tasarlanmistir ve elektronik devrelerde kullanilirlar.

bagintisi elde edilmisti. Bu bagintidan yola ¢ikilarak paralel plakali kondansator igin

V:E.dzﬂ.dzﬂ.déza_Agzﬁzg
& & A g A g-A C

ifadesi yazilabilir. Buradan s18a i¢in s1ganin geometrisine bagl bir bagka ifade elde edilir

c = &h
d

Burada ¢, boslugun dielektrik gegirgenligi, A levhalarin alan1 ve d levhalar arasindaki

mesafedir. ¢, boslugun dielektrik geg¢irgenligi, metre basina Farad cinsinden de verilebilir:

2
6, =885x102C__-885x102 " = |5 g 85PF
N-m m m

1pF =10"F

Ornek: Alan1 100cm? olan ve aralarinda d=1cm mesafe bulunan paralel plakali
kondansatoriin sigasini hesaplayiniz.

A 8.85 P 100cm? 8,85 PF 100.10%m?
Coziim: C = St _ m = m
d icm 102%m

=8,85pF
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Ornek: Sigas1 1uF ve plaka aralig1 1cm olan paralel plakali kondansatériin yiizey alani nedir
?

Coziim:

-2

GA_ ,_C:d_1uF107m _ 1

d & ggsPF 885
m

10°-107?-10%m? =0,11-10*m?

Kondansatoriin  si@asin1  artirmak amaciyla levhalar
arasina dielektrik sabiti x olan dielektrik malzemeler
yerlestirilir. Boslugun dielektrik sabiti 1’dir. Dolayisiyla
levhalar arasinda dielektrik malzeme yerlestirilirse
kondansatdriin s1gas1

C = 2A
d

bagtistyla verilir. Yani kondansatoriin sigast x c¢arpani kadar artar. Burada «, dielektrik
sabitidir.

7.1- Kondansatorde Depolanan Enerji

Kondansatdrlerde depolanan enerji:
U==CVv?

bagmtistyla verilir.

7.2- Kondansatorlerin seri ve paralel baglanmast

Seri baglanti
O Vo =Vi+V,
+ ~
e olacagindan
) 9 9.9
’ esdeger C1 CZ
S el 1 _ 1.1
B c Ce;deg’er Cl 2
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Paralel baglanti
Q 2 C 1 Qo = Ql + Qz
"
Ql C 5 Ce;degervo = C:1\/0 + CZVO
%
QO Ce,ydeger = Cl + C2
o . o
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